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Met de bal ansregel aar zi jn de nengproducten
24 OHMis inductie armnetaal filmR | bij ernstige oversturing sterk te reduceren.
Dit werkt sanen net de ruststroom
of enkel e gewone //: 2x47, 4x100, 5x120 | De FET's staan NI ET 100% i n bal ans!
Voor een optinmamal effect zijn de I's in de
% | ver houdi ng 1,5 op 1. 1,5 is voor de ingang.

150 nmH

I nstel potneters zijn prof. neersl ags! Vervorm ngsvrije afgifte: 100 milliwatt!!

+7 a +7,5V FET' s npeten dezel fde |Id hebben bij Ugs=0
| Anders is de werKki ng NI ET ideaal en krijg

je de "bal ans" NI ET af geregeld
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24V Wer ki ng wor dt negati ef bei nvl oed door alle
| netal en delen in de buurt: HF absorbtie.
1 Pl aat si ng dus i n PLASTIC kastje en op
- | pl astic pijp aanbevol en.
2K2 Voor de stabiliteit: konponentenzijde is
ont |l adi ng en brom onder dr ukki ng 1 WATT ‘ vol | edi g aardvl ak. Behal ve de i ngang,

daar een beetj e kapaciteitsarm opbouwen.

Alle HF: sperren - - - - - -
parasitaire resonanti es: gedenpt | N 50 OHM kant = 6 w nd dubbel draad
1K 2N2219 of N FET kant = 24 wi nd, zeer C-arm
BFY50 | Ber ekende f_mn bij N=6 = ongev. 140 kHz
by | I'n de praktijk | oopt het nog | ager door,
Eventueel L’s vervangen door een R van 1Mtot 4WM/ KCELEN ! f _max dan ongev. 25 MHz
| 800 Ohm net dun draad net dikke isolatie
Dan de gate R van 220K ook ver hogen LED 33uF | 0. 47
ROOD 10V F 4701 0.47 | 10 M | toroidset = 3E25 27mm + 4C6 23nm Phil i ps
Bijv. naar 1M of 2Mm 1 u H ‘ oranj e paar s
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Br om gevoel i gheid wordt dan veel groter... E T~

Maar de min. f wordt daardoor weer | ager AKTI EVE ANTENNE MET ZEER GUNSTI G GROOT

SI GNAAL GEDRAG. START LAGER DAN 50 KHz.
SPECI A AL VOOR VLF TOT ONGEV. 20 a 25 MHz
TOTALE DOORGAANDE VERSTERKI NG = 1
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